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摘  要：根据热电子发射现象和静电屏蔽现象提出了一种A型单极管，根据A型单极管提出了一种AA型二极管，根据AA型二极管提出了一种AA-2型二极管。研究了A型单极管、AA型二极管和AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征，从中发现了一种物理学新现象～电子动能创造现象。
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0. 引言
对于一般的金属材料，当温度达到1200～3000K时，会有大量电子逸出，这种现象叫做热电子发射。

导体空腔内的带电体或电气设备不受导体腔外静电场的影响，接地导体空腔内的电场对腔外不产生影响，这种现象叫做静电屏蔽。热电子发射现象是一种重要的物理现象，静电屏蔽现象也是一种重要的物理现象。

根据热电子发射现象和静电屏蔽现象，提出了一种A型热电子发射单极管（简称A型单极管）。根据A型单极管的结构特点和物理学方面的一些基本知识，研究了A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征。
根据A型单极管，提出了一种AA型二极管。根据AA型二极管的结构特点和A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征，研究了AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征。
根据AA型二极管，提出了一种AA-2型二极管。根据AA-2型二极管的结构特点和AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征，研究了AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征。根据AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征，发现了以下的一种物理学新现象～电子动能创造现象。

根据目前的物理学理论可知，电子动能创造现象是不存在的。但是，当深入地研究了本文中介绍的A型单极管、AA型二极管和AA-2型二极管后就可知，电子动能创造现象是存在的。
1. 热电子发射现象

在学习了有关物理学、热学书中的内容后，可获得以下的热电子发射现象方面的知识：

金属中自由电子热运动的动能有大有小，在通常温度下，动能的数值超过逸出功的自由电子是很少的，所以电子不能大量地逸出。如果提高金属的温度，使金属内部自由电子的热运动加剧，就能使较多的自由电子逸出金属表面。对于一般的金属材料，当温度达到1200～3000K时，才会有大量电子逸出，这种现象叫做热电子发射。（摘自南京工学院等七所工科院校编的教材《物理学》中册～本文作者读书时的教材）

在有限温度T时，由于电子的热运动，会有少数电子能量高于真空能级（电子离金属表面无穷远处时的能级），也就是有少数电子能脱离金属。温度愈高，脱离金属的电子愈多，这就是热电子发射。（摘自南京大学范宏昌教授编的教材《热学》）

当金属的温度达到1000℃以上时，有大量的电子从金属中逸出的过程称为热电子发射。（摘自山东科学技术出版社一九八五年出版的《大学物理手册》第222页）

2．静电屏蔽现象
在学习了有关物理学书中的内容后，可获得以下的静电屏蔽现象方面的知识：
可以用空腔导体来屏蔽外电场，使空腔内的物体不受外电场的影响。（摘自南京工学院等七所工科院校编的《物理学》中册第59页）

一个接地的空腔导体可以隔离内、外静电场的影响，这就是静电屏蔽的原理。（摘自南京工学院等七所工科院校编的《物理学》中册第60页）

导体空腔内的带电体或电气设备不受导体腔外静电场的影响，与接地导体空腔内的电场对腔外不产生影响的现象称为静电屏蔽。（摘自山东科学技术出版社一九八五年出版的《大学物理手册》第194页）
3. A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于稳定状态时的内部特征

3.1 A型单极管简介

把下图1中所示的装置叫做A型热电子发射单极管，简称A型单极管，具体说明如下：

1）由一个静电屏蔽容器和一块金属块所组成。

2）静电屏蔽容器的容器壁由三层组成，内层为耐高温的绝缘材料层，中间一层为耐高温的金属材料层（用作静电屏蔽），外层为耐高温的绝缘材料层，容器内部为沿高度方向等截面的空间。

3）金属块用耐高温的、具有良好的热电子发射性能的金属材料制作。
4）金属块处于静电屏蔽容器的底部，在金属块表面的上部有一个空间。
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3.2 A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于稳定状态时的内部特征
根据热电子发射现象方面的知识可知，当A型单极管在处于温度分布均匀的高温热源中时，金属块表面要向空间大量地发射热电子，空间中存在着电子分布，金属块中的电子数要减少，金属块中要带上正电量，空间中要产生由金属块表面指向外面的电场分布。因此，当A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时，具有以下的内部特征：

1）金属块表面不断地向空间中发射热电子。

2）金属块表面向空间中发射热电子的热电子发射过程处于平衡，即单位时间内金属块表面向空间中发射的电子数等于从空间中返回到金属块表面的电子数。

3）金属块表面上部的空间中存在着电子分布，如图2所示。

4）金属块表面上存在着一层正电荷层，如图2所示。

5）空间中存在着由金属块表面指向外面的电场，如图2所示。
6）空间中的电子分布情况是，电子数密度随离金属块表面距离的增大而变小，或离金属块表面距离近电子数密度大，反之则小。

7）接近于金属块表面处的空间中的电子数密度大于接近于静电屏蔽容器顶部处的空间中的电子数密度。

8）空间中的电场强度分布情况是，电场强度随离金属块表面距离的增大而变小，或离金属块表面距离近电场强度大，反之则小。
9）电子在由接近于静电屏蔽容器顶部的空间中运动到接近于金属块表面的空间中的过程中空间中的电场要对电子作正功而使电子的动能增大。

4. AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于稳定状态时的内部特征

4.1 AA型二极管简介

把图3中所示的装置叫做AA型热电子发射二极管，简称AA型二极管，具体说明如下：

1）装置由二只图1所示的A型单极管组成，把其中的一只叫做左边A型单极管，把另一只叫做右边A型单极管。

2）左边A型单极管与右边A型单极管完全一样。

3）左边A型单极管与右边A型单极管相距很近地、互相不接触地、左右并行地、同高度地放置，左边A型单极管位于左边，右边A型单极管位于右边。

4）右边A型单极管相对于左边A型单极管成倒置状放置，左边A型单极管中的金属块处于静电屏蔽容器的底部，右边A型单极管中的金属块处于静电屏蔽容器的顶部。
5）把左边A型单极管内的静电屏蔽容器叫做静电屏蔽容器1，把左边A型单极管内的金属块叫做金属块1，把左边A型单极管内的空间叫做空间1。

6）把右边A型单极管内的静电屏蔽容器叫做静电屏蔽容器2，把右边A型单极管内的金属块叫做金属块2，把右边A型单极管内的空间叫做空间2。

由上述的AA型二极管的概念及静电屏蔽方面的知识可知，AA型二极管具有以下的一个重要特性：由左边A型单极管产生的电场不会对右边A型单极管中的空间和金属块产生任何影响，由右边A型单极管产生的电场不会对左边A型单极管中的空间和金属块产生任何影响。
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4.2 AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于稳定状态时的内部特征
由AA型二极管的结构特点可知，当AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时，左边A型二极管的内部特征与右边A型二极管的内部特征是完全一样的，因此，由AA型二极管的结构特点和A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时具有的内部特征可知，当AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时，具有以下的内部特征：

1）空间1中和空间2中存在着电子分布，

2）空间1中的电子分布情况是：电子数密度随离金属块1表面距离的增大而变小。
3）空间2中的电子分布情况是：电子数密度随离金属块2表面距离的增大而变小。
4）相对于金属块表面来说，空间1中的电子分布情况与空间2中的电子分布情况是一样的。

5）对于离开金属块表面相同距离的空间中的位置来说，空间1中的电子数密度与空间2中的电子数密度是一样的。

6）接近于金属块1上表面处的空间1中的电子数密度大于同高度处（例如图4中的同一高度A处）的空间2中的电子数密度。
7）接近于金属块2下表面处的空间2中的电子数密度大于同高度处（例如图4中的同一高度B处）的空间1中的电子数密度。
8）空间1中的电子数与空间2中的电子数是一样的。

9）金属块1中的电子数与金属块2中的电子数是一样的。


静电屏蔽容器1                                 金属块2


同一高度B处
空间1                                   右边A型单极管

空间1中的电场                                     空间2中的电场

左边A型单极管                                   空间2

同一高度A处                                      

金属块1                                静电屏蔽容器2

图4
10）金属块1上表面上存在着一层正电荷层。
11）金属块2下表面上存在着一层正电荷层。
12）金属块1上表面上的正电荷层中的正电荷数与金属块2下表面上的正电荷层中的正电荷数是一样的。
13）空间1中存在着电场，空间1中的电场方向由金属块1上表面指向外面，如图4所示。
14）空间2中存在着电场，空间2中的电场方向由金属块2下表面指向外面，如图4所示。
15）空间1中的电场强度随离金属块1上表面距离的增大而变小，空间2中的电场强度随离金属块2下表面距离的增大而变小。
16）相对于金属块表面来说，空间1中的电场分布与空间2中的电场分布是一样的。

17）对于离开金属块表面相同距离的空间中的位置来说，空间1位置中的电场强度与空间2位置中的电场强度是一样的。
18）左边A型单极管内和右边A型单极管内都存在着电势分布。

19）左边A型单极管内的电势分布与右边A型单极管内的电势分布是一样的。

20）金属块1中的电势与金属块2中的电势是一样的。

5. AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征

5.1 AA-2型二极管简介

把图5中所示的装置叫做AA-2型热电子发射二极管，简称AA-2型二极管，具体说明如下：

1）由一只AA型二极管和二根相同的小孔管组成。

2）小孔管用耐高温的绝缘材料制成，中间有一个小孔。

3）二根小孔管分别安装在二只A型单极管的上部之间和二只A型单极管的下部之间，把安装在二只A型单极管的下部之间的小孔管叫做小孔管1，把安装在二只A型单极管的上部之间的小孔管叫做小孔管2。

4）小孔管1使左边A型单极管内的接近于金属块1上表面处的空间1与右边A型单极管内的同高度处的空间2相通。

5）小孔管2使右边A型单极管内的接近于金属块2下表面处的空间2与左边A型单极管内的同高度处的空间1相通。
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5.2 AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征
由于当AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时，接近于金属块1上表面处的空间1中的电子数密度大于同高度处（例如图4中的同一高度A处）的空间2中的电子数密度，和接近于金属块2下表面处的空间2中的电子数密度大于同高度处（例如图4中的同一高度B处）的空间1中的电子数密度。因此，当AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时，如果将小孔管1安装在二只A型单极管的下部之间使左边A型单极管内的接近于金属块1上表面处的空间1与右边A型单极管内的同高度处的空间2相通，和将小孔管2安装在二只A型单极管的上部之间使右边A型单极管内的接近于金属块2下表面处的空间2与左边A型单极管内的同高度处的空间1相通，则左边A型单极管内的接近于金属块1表面处的空间1中的电子要通过小孔管1向右边A型单极管内的同高度处的空间2中运动，右边A型单极管内的接近于金属块2下表面处的空间2中的电子要通过小孔管2向左边A型单极管内的同高度处的空间1中扩散。而将小孔管1安装在二只A型单极管的下部之间和将小孔管2安装在二只A型单极管的上部之间后，AA型二极管就变成为AA-2型二极管了。因此，由AA-2型二极管的结构特点和AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时具有的内部特征可知，当AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时，具有以下的内部特征：

1）小孔管1左端端口处的空间1中的电子数密度大于小孔管1右端端口处的空间2中的电子数密度。
2）小孔管2右端端口处的空间2中的电子数密度大于小孔管2左端端口处的空间1中的电子数密度。
3）小孔管1左端端口处的空间1中的电子要通过小孔管1向小孔管1右端端口处的空间2中运动，使小孔管1右端端口处的空间2中的电子数趋向于增加。
4）小孔管1右端端口处的空间2中的电子要通过空间2内部向小孔管2右端端口处的空间2中运动，使小孔管2右端端口处的空间2中的电子数趋向于增加。
5）小孔管2右端端口处的空间2中的电子要通过小孔管2向小孔管2左端端口处的空间1中运动，使小孔管2左端端口处的空间1中的电子数趋向于增加。
6）小孔管2左端端口处的空间1中的电子要通过空间1内部向小孔管1左端端口处的空间1中运动，使小孔管1左端端口处的空间1中的电子数趋向于增加。

7）电子在作如下的宏观自动定向循环运动：…… →小孔管1左端端口处的空间1→小孔管1→小孔管1右端端口处的空间2→小孔管2右端端口处的空间2→小孔管2→小孔管2左端端口处的空间1→小孔管1左端端口处的空间1→ ……。

6. AA-2型二极管内的电子动能创造现象
由AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征知，当AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时，电子在作如下的宏观自动定向循环运动：…… →小孔管1左端端口处的空间1→小孔管1→小孔管1右端端口处的空间2→小孔管2右端端口处的空间2→小孔管2→小孔管2左端端口处的空间1→小孔管1左端端口处的空间1→ ……。

而由AA-2型二极管内的电场分布情况可知，电子在由小孔管1右端端口处的空间2运动到小孔管2右端端口处的空间2的过程中空间2中的电场要对电子做正功而使电子的能量增加，电子在由小孔管2左端端口处的空间1运动到小孔管1左端端口处的空间1的过程中空间1中的电场要对电子做正功而使电子的能量增加。
而由AA-2型二极管的结构和AA-2型二极管内的电场分布情况可知，不论小孔管1和小孔管2中的电场分布情况怎样，电子在由小孔管1左端端口处的空间1通过小孔管1运动到小孔管1右端端口处的空间2的过程中小孔管1中的电场对电子所做的功的绝对值总是小小于电子在由小孔管1右端端口处的空间2运动到小孔管2右端端口处的空间2的过程中空间2中的电场对电子所做的功的绝对值，电子在由小孔管2右端端口处的空间2通过小孔管2运动到小孔管2左端端口处的空间1的过程中小孔管2中的电场对电子所做的功的绝对值总是小小于电子在由小孔管2左端端口处的空间1运动到小孔管1左端端口处的空间1的过程中空间1中的电场对电子所做的功的绝对值。
因此，由上述的一些论述可作出如下的一个结论：当AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时，电子在作…… →小孔管1左端端口处的空间1→小孔管1→小孔管1右端端口处的空间2→小孔管2右端端口处的空间2→小孔管2→小孔管2左端端口处的空间1→小孔管1左端端口处的空间1→ ……的宏观自动定向循环运动的过程中，电子的动能要增大，在AA-2型二极管内存在着电子动能增大现象。为便于研究表述，把这一结论叫做AA-2型二极管内的电子动能增大现象结论。

由前面的一些论述可知，电子在作上述的宏观自动定向循环运动的过程中增大的动能不是由热能转换而来的，也不是由其它形式的能量转换而来的，而完全是新创造出来的。因此，根据上述的AA-2型二极管内的电子动能增大现象结论，可进一步地作出如下的一个结论：当AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时，在AA-2型二极管内能不断地创造出电子动能，在AA-2型二极管内存在着电子动能创造现象。为便于研究表述，把这一结论叫做AA-2型二极管内的电子动能创造现象结论。
根据目前的物理学理论可知，电子动能创造现象是不存在的。到目前为止，我们并没有发现过电子动能创造现象。因此，由上述的AA-2型二极管内的电子动能创造现象结论可知，通过对AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时具有的内部特征的研究，我们已经发现了以下的一种物理学新现象～电子动能创造现象。

7. 结论
根据A型单极管的结构特点和物理学基本知识，研究了A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征。根据AA型二极管的结构特点和A型单极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征，研究了AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征。根据AA-2型二极管的结构特点和AA型二极管在温度分布均匀的高温热源中处于宏观特性不随时间而发生变化的稳定状态时的内部特征，研究了AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征。根据AA-2型二极管在处于温度分布均匀的高温热源中时的内部特征，发现了以下的一种物理学新现象～电子动能创造现象。
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